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 図2典型的なトンネルコンダクタンスG(V,T)≡1/(dV/dl)の測定結果。(a)バイアス電圧依
 存性,(b)ユニバーサル性。g≡IG(V,T)一GNN]/[G(0,T)一GNN]。GNNはゆらぎのない場合の
 トンネルコンダクタンス。横軸を10g[V/V。(T)]にすると全曲線が,ひとつのカーブにのる。
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 論文審査の結果の要旨
 本提出論文は,アルミニウム薄膜電極間にステアリン酸単分子膜を障壁としていれたトンネ
ロ
 ル素子の特性を調べた実験的研究を内容とする。1000A以下のアルミニウム蒸着膜は,超伝導
 転移点近傍において二次元的超伝導体として振舞い,ゆらぎが顕著になる。一方,ラングミュ
 ア・プロジェット法によるステアリン酸単分子膜の作製は非常に困難であるが,単分子膜ゆえ
 に均一な障壁を得られ,かつ,トンネル抵抗が大きいという特徴をもつ。このトンネル素子の
 電流特性,微分抵抗特性,二階微分電圧特性を位相敏感検波器を用いて測定した。
 その結果,超伝導転移温度丁。から4T。の非常に広い温度領域にわたって,超伝導ゆらぎによ
 るトンネルコンダクタンスおよびそのバイアス電圧依存性を観測することに成功した。ゼロバ
 イアスにおけるトンネルコンダクタンスの温度変化は,トンネル抵抗が大きいために重要とな
 る熱ゆらぎ,および超伝導ゆらぎによる二種類の緩和過程を考慮することにより説明した。ま
 た,バイアス電圧依存性も電気的エネルギーによる緩和時間の減少として解釈可能であると論
 じた。
 両電極が同種超伝導体のゆらぎによるトンネル電流の観測は最初のものであり,論文内容は
 独創的である。また,抵抗の大きい単分子膜を障壁とすることにより測定温度領域を飛躍的に
 拡げることに成功し,超伝導ゆらぎの研究分野に新しい方法と知見をもたらした。
 以上の成果は,畑中啓作君が自立して研究活動を行うに必要な高度の研究能力と学識を有す
 ることを示している。よって提出論文は理学博士の学位論文として合格と認める。
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